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Esperiment tal-Laboratorju – Reġjuni fejn Jopera Transister
Apparat
1 power supply : 15 V

9 reżisters ½-W : 470Ω, 680Ω, 1kΩ, 2.2kΩ, 4.7kΩ, 10kΩ (x2), 100 kΩ, 680 kΩ

6 transister bipolari: 2N3904, BC 237, BC547, BC108, 2N3906
1 field-effect transistor: MPF102 (jew ekwivalenti)
Nota: Il-formuli kollha meħtieġa biex taħdem il-kalkulazzjonijiet f’dan l-esperiment                                

            jinsabu fl-aħħar paġna ta’ din il-kartataħriġ.
(1). Simple transistor Biasing:
Nota: Iċ-ċirkwit fixed base-current ta’ Fig. 1 hawn taħt mhux ċirkwit stable biasing, imma huwa mod tajjeb kif tkejjel βdc.
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1. Għaċ-ċirkwit muri fil-Fig.1, uża l-multimetru diġitali biex tidentifika t-truf tal-Kollettur, il-Bażi u l-Emissur għat-transister 2N30914. Kejjel l-Hfe għat-transister imbagħad ikkalkula l-valuri tal-kurrenti IB, IC u IE , u l-vultaġġi VBE u VCE. (Ħu Ic ≈ Ie). Imla t-Tabella 1 bir-riżultati
	Transister
	VCE
	VBE
	IB
	IE
	Hfe

	2N3904
	
	
	
	
	


          Tabella 1
2. Issa kkonnettja kkonnettja ċ-ċirkwit tal-Fig.1 billi tuża t-transister 2N3904.
3. Kejjel il-valuri elenkati fit-Tabella 2. Imla t-Tabella 2 bir-riżultati.
	Transister
	VBE
	VCE
	IB
	IC
	IE
	βdc

	2N3904
	
	
	
	
	
	

	BC237
	
	
	
	
	
	

	BC547
	
	
	
	
	
	

	BC108
	
	
	
	
	
	


Tabella 2
4. Irrepeti it-3 pass billi tuża t-transister NPN l-ieħor li għandek. Imla t-Tabella 2 bir-riżultati.
5. Filwaqt li tuża ċ-ċrkwit li fih it-transister 2N3904, ibdel R2 ma’reżister ta’ 100kΩ u rrepeti t-3 pass fuq. X’tosserva? Ikkummenta fl-ispazju hawn taħt dwar xi differenzi li tinnota. (Qabbel ir-riżultati miksuba fit-3 pass bl-użu tal-istess transister.)
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6. Biddel it-transister 2N3904 ma’ wieħed BC108 u erġa’ qiegħed R2 lura għal wieħed 680kΩ. Qabbad l-amperometru biex tkejjel IC. Applika l-power, żomm it-transister bejn subgħajk u mmoniterja IC. X’tosserva? Ikkummenta fl-ispazju hawn taħt.
[image: image7.emf]
7. Itfi s-supply u mmodifika ċ-ċirkwit kif muri fil-Fig.2. Ikkonnettja l-amperometru biex tkejjel IC. Erġa’ ixgħel is-supply.
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8. Żomm it-transister bejn subgħajk filwaqt li timmoniterja IC. X’tosserva? Qabbel ma’ dak li nnotajt fis-6 pass. Ikkummenta fl-ispazju hawn taħt.

Biasing a PNP transistor:


Il-Fig.3 turi kif għandek tqabbad transister PNP (eż. 2N3906). Fil-fatt l-unika tibdila li ssir hi li tirriversja l-konnessjonijiet tas-supply voltage. Dan ifisser li tqabbad l-emissur mal-linja pożittiva tas-supply u l-kollettur mal-grawnd. Il-konnessjonijiet l-oħra kollha jibqgħu l-istess. Ipprova kkonferma dan billi tikkonnettja ċ-ċirkwit ta’ Fig.3 u tkejjel il-valuri tal-kurrenti u l-vultaġġ. Kollha għandhom ikunu l-istess imma l-polarita` se tkun negattiva.
(2). It-transister bħala swiċċ:


Fig. 4

1. Ikkonnettja ċ-ċirkwit muri fil-Fig.4. Qabbad ma’ supply ta’ +5V.
2. Ikkonnettja punt A ma’ linja pożittiva tas-supply (+5V). Kejjel il-valuri elenkati fit-Tabella 3. Imla t-Tabella 3 bir-riżultati (fejn VA=5V).
3. Ikkonnettja punt A mal-linja tal-Grawnd tas-supply (0V). Kejjel il-valuri elenkati fit-Tabella 3. Imla t-Tabella 3 bir-riżultati (fejn VA=0V).
	
	VB
	VC
	VE
	IB
	IC
	IE

	VA = 5V
	
	
	
	
	
	

	VA = 0V
	
	
	
	
	
	


Tabella 3
4. Billi tinterpreta r-riżultati tat-3 u r-4 pass, għid x’inhi l-kondizzjoni tal-operazzjoni tat-transister fiż-żewġ każijiet. Ikkummenta fl-ispazju hawn taħt.

(3). Transistor Voltage Divider Biasing:




Fig. 5

1. Fil-Fig.5, ikkalkula VB umbagħad, waqt li tassumi li t-transister hu silikon, ikkalkula l-valur ta’ VE. Issa kkalkula l-valur għal IE u, waqt li tassumi li l-kurrenti tal-Kollettur u l-Emissur huma ugwali, ikkalkula l-valur ta’ VC.   Ikteb ir-riżultati fit-Tabella 4.
	Transister
	Valuri kkalkulati

	
	VB
	VC
	VE
	IE
	IC

	Silikon NPN
	
	
	
	
	


Tabella 4
2. Ikkonnettja ċ-ċirkwit muri fil-Fig.5 filwaqt li tuża t-transister 2N3904 bħal T1. Kejjel u ikteb il-kwantitajiet elenkati fit-Tabella 5 hawn taħt. 
3. Irrepeti t-2 pass bl-użu tat-transister BC108 flok dak 2N3904.
	Valuri mkejla

	Transister
	VB
	VC
	VE
	IE
	IC

	2N3904
	
	
	
	
	

	BC108
	
	
	
	
	


Tabella 5
(4). FET Biasing:


	



Fig. 6

1. Ikkonnettja s-self-bias circuit ta’ Fig.6 billi tuża l-MPF102 JFET (il-Pin-outs jinsabu f’paġna 8 ta’ din il-kartataħriġ). Kejjel ID, IS, VG, VGS, VD u VS. Ikteb id-dejta fit-Tabella 6
	JFET
	Valuri mkejla

	
	ID
	IS
	VG
	VGS
	VD
	VS

	MPF102
	
	
	
	
	
	


Tabella 6
2. Ibdel R3 ma’ reżister ta’ 100kΩ u rrepeti l-ewwel pass. Ikteb ir-riżultati fit-Tabella 7 hawn taħt.
	JFET
	Valuri mkejla

	
	ID
	IS
	VG
	VGS
	VD
	VS

	MPF102
	
	
	
	
	
	


Tabella 7
3. Innota d-differenzi li ssib bejn it-Tabella 6 u 7. Fl-ispazju hawn taħt ikkummenta dwar id-differenzi li tinnota.

Hawn hu t-tmiem ta’ dan l-esperiment. 
Wara li tagħmel dan l-esperiment għandek tikkonferma fil-prattika dawn l-aspetti li ssib fit-teorija:
1. Kurrent tal-Bażi fi transister bipolari jikkawża mogħdija tal-kurrent tal-kollettur.
2. Jekk tvarja l-kurrent tal-bażi tvarja wkoll il-kurrent tal-kollettur.
3. Hemm amplifikazzjoni tal-kurrent bejn il-kurrent tal-bażi (input current – μA) u l-kurrent tal-kollettur (output current – mA).
4. Titjib fl-istabbilita` meta:
a. Tqabbad stabilizing resistor bejn il-kollettur u l-bażi
b. Tqabbad il-voltage divider bias u emitter resistor
5. F’FET m’għandniex input current (gate current huwa żero). L-output current (drain current) hu kkontrollat billi tvarja l-input voltage (jiġifieri Gate to Source reverse biasing voltage).
Formuli utli użati f’dan l-esperiment:
IE = IB + IC


(fil-prattika IC ≈ IE)

Βdc (Hfe) = Iout/Iin = IC/IB
Regola ta’ diviżur tal-Vultaġġ għal 2 resisters f’serje: V across R1 = 
(Vsupply x R1)
                 (R1 + R2) 
FET Pin outs:




	FET Type
	Pin 1.
	Pin 2.
	Pin 3.

	MPF102
	Gate
	Source
	Drain

	2N3819
	Drain
	Gate
	Source

	BF245
	Drain
	Source
	Gate


Il-pin-out ta’ transister bipolari jista’ faċilment ikun akkwistat b’multimetru diġitali!

Isem l-istudent: _____________________      
           Klassi: _________________
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